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비대칭 채널 도핑영역의 구조를 갖는FinFET

멀티비트 낸드 플래시 메모리
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플래시 메모리는 다른 저장 매체들보다 소형화가 쉽고 휴대하여 사용하기에 편리한 장점이,
있기 때문에 시장에서 수요가 점점 증가하고 있다 그러나 플래시 메모리 소자는 다른 저장. ,
매체들에 비해 단위용량 당 가격이 비싼 단점도 가지고 있다 이에 대해 가격 경쟁력을 높이고.
성능향상을 위해 플래시 메모리 소자의 대용량을 위한 소형화와 멀티비트 구현에 대한 연구
가 활발히 진행되고 있다 플래시 메모리의 저장용량을 증대시키기 위해 소자를 비례 축소할. -
때 단 채널 효과 펀치스루 현상 및 셀 간 간섭현상 문제가 발생 한다 본 연구에서는 이러한, .
문제를 최소화하면서 저장용량을 향상시킬 수 있는 비대칭 채널 도핑영역을 갖는 구FinFET
조위에 형태의 낸드 플래시 메모리 소자를 제안하였다 본 연구에서 제안한 낸드플래SONOS .
시 메모리 소자의 한 개의 셀 안에 소스드레인 방향으로 채널 과 채널 로 도핑농도를 비대칭- 1 2
적으로 변화하여 그 위에 두 개의 컨트롤 게이트로 전자 트랩을 제어함으로 셀당 구현이2-bit
가능하다 차원 시뮬레이션 툴인 를 사용하여 이 소자의 동작특성을 시뮬레이션 하. 2 MEDICI
였다 낸드플래시 메모리 소자의 의 너비는 부유게이트의 두께는 및 터널링. Fin 20 nm, 4 nm
산화층의 두께는 이다 멀티비트를 구현하기 위해 채널 에2 nm . 1 1 × 1017 cm-3 농도로 n-type
도핑 및 채널 에2 3 × 1019 cm-3 농도로 도핑을 하였다 제어게이트에 쓰기 전압을 인가하n-type .
여 Si3N4층에전자를 포획하였다 두 제어게이트에 의해 모두 쓰기가 된 상태를 모두 소거. 00,
된 상태를 제어게이트 이 소거되고 제어게이트 에만 쓰기가 된 상태를 제어게이트11, 1 2 10,
가 소거되고 제어게이트 에만 쓰기가 된 상태를 이라 정의하였다 낸드플래시 메모리 소2 1 01 .
자의 한 개의 셀의 및 상태의 전자포획 영역층에 트랩된 전하량을 계산하였다00, 11, 10 01 .
쓰기 동작 후 각각의 네 가지 상태에 대해 제어게이트에 전압을 인가하여 전류 전압 특성-
곡선을 얻었다 쓰기. 전압을인가한후의소자의문턱전압이쓰기전압을인가하기전의초기상
태의문턱전압보다훨씬크고,문턱전압의 이동으로 네 가지 상태가 서로 구별되어 로 동2-bit
작하는 것을 확인되었다 소자의 컨트롤 게이트에 음 전압을 인가하여 트랩된 전하를 소거하.
면 문턱전압이 초기 상태로 되돌아옴을 시뮬레이션을 통하여 제안된 소자의 플래시 동작특성
을 확인하였다 본 연구에서 제안한 낸드플래시 메모리 소자는 동작이 가능한 대용량. 2-bit
메모리 소자로서의 응용가능성을 보여주고 있다.
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